
JdkelJJSr

威 絹 標とi-る研磨性琴
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威 .ミセル粒子の形成
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■界面活性剤の添加効果 ■TEM写真

HPA surfactant
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研磨レートの荷重依存性(8")
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◇ IC-1400ではconventional slurryと同等

◇ non-foamedhardPadでは著しく研磨レートup
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喝 ' 低荷重高研磨レ-ト
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a-…パ ッドによる特性の違い
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NanopicsによるErosion評価

SKW-6-3L/S=0.25/0.25(slurryB)
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Dishing評価

.. 断面SEM写真 (50/50LLm)

･TEGWafer(Bp),SKW612
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威 まとめ

馳 フリー4ミセルスラリー"
日.独特な研磨メカニズム

◇ 低荷重嘉研磨レート(Non-Prestonian)
無発泡硬質パッドでより高研磨レート

ドレッシングレスの可能性も示唆

◇ 研磨レートの荷重依存性での ctI/bw-kプロセス

闇値の存在 への適合性

⇒ デイツシング抑制

◇砥粒フリー

⇒ エロージョン抑制
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実感 .その他の基本特性
一-

'パッド

･無発泡硬質パッドで低荷重高研磨レート

■下地(バリアメタル)との研磨選択性

⇒ TaNのpoli岳hingrate≒0
･エロージョンフリー

■砥粒フリー
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cMP装置(MAT-ARW-681M)､CMP実験 16


